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(57) Abstract: The semiconductor lamp (11) has a housing and at least one
semiconductor light source (26) arranged on the housing, wherein the housing has a
rearward base region (12) consisting of an electrically nonconductive material for
engaging in a lampholder, wherein at least one electrical contact element (13; 29) for
making contact with the lampholder is arranged on the base region (12), and wherein
the base region (12) is designed for the arrangement of electrical contact elements
(13; 29) of different base types. A method is used for producing a semiconductor
lamp (11), wherein the method has at least the following steps: plugging on the
contact cap (29); connecting at least one power supply element; locally pressing the

contact cap (29) into at least one lateral depression (21) in the second base section

(S3). The invention is particularly advantageously applicable for retrofit lamps with

a bipin base, an Edison base and/or a bayonet base.

(57) Zusammenfassung: Die Halbleiterlampe (11) weist ein Gehduse und

mindestens eine an dem Gehduse angeordnete Halbleiterlichtquelle (26) auf, wobei

24
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Sockelarten ausgestaltet
: 12
S2 =
st

FIG 3

Gehduse einen riickwértigen Sockelbereich (12) aus einem elektrisch
nichtleitenden Material zum Eingriff in ein Fassung aufweist, wobei an dem
Sockelbereich (12) mindestens ein elektrisches Kontaktelement (13; 29) zur
Kontaktierung der Fassung angeordnet ist und wobei der Sockelbereich (12) zur
Anordnung von elektrischen Kontaktelementen (13;

29) unterschiedlicher

ist. Ein Verfahren dient zum Herstellen einer

- Halbleiterlampe (11), wobei das Verfahren mindestens die folgenden Schritte
aufweist: Aufstecken der Kontaktkappe (29);

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, Veroffentlicht:
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Anschliefen mindestens eines Stromzufithrungselements; lokales Eindriicken der Kontaktkappe (29) in mindestens eine seitliche
Vertiefung (21) des zweiten Sockelabschnitts (S3). Die Erfindung ist besonders vorteilhaft anwendbar fiir Retrofitlampen mit
Bipin-Sockel, Edisonsockel und/oder Bajonettsockel.
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Beschreibung

Halbleiterlampe mit rickwartigem Sockelbereich

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterlampe, aufweisend ein
Gehduse und mindestens eine an dem Gehduse angeordnete
Halbleiterlichtquelle, wobei das Gehduse einen rickwartigen
Sockelbereich aus einem elektrisch nichtleitenden Material
zum Eingriff in eine Fassung aufweist und wobei an dem
Sockelbereich mindestens ein elektrisches Kontaktelement zur
Kontaktierung der Fassung angeordnet ist. Die Erfindung
betrifft ferner ein Verfahren zum Herstellen einer
Halbleiterlampe mit einem Edisonsockel oder einem
Bajonettsockel, wobei das Verfahren mindestens die Schritte
Aufstecken der Kontaktkappe und AnschlieBen mindestens eines
Stromzufihrungselements aufweist. Die Erfindung ist besonders
vorteilhaft anwendbar fiir Retrofitlampen mit Bipin-Sockel,

Edisonsockel und/oder Bajonettsockel.

LED-Lampen der betreffenden Art werden haufig als
Retrofitlampen verwendet, um herkdmmliche Lampen
(verschiedener Typen Glihlampen, Halogenlampen usw.) zu
ersetzen und missen dabei in entsprechende herkdmmliche
Fassungen einsetzbar sein. Dazu werden Retrofitlampen an
einen jeweils zu ersetzenden Typ von Lampe angepasst

hergestellt.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, die Nachteile
des Standes der Technik zumindest teilweise zu iUberwinden und
insbesondere eine vereinfachte Herstellung von

Halbleiterlampen bereitzustellen.

Diese Aufgabe wird gemal den Merkmalen der unabhangigen
Anspriiche geldst. Bevorzugte Ausfihrungsformen sind

insbesondere den abhangigen Anspriichen entnehmbar.

Die Aufgabe wird geldst durch eine Halbleiterlampe,

aufweisend ein Gehduse und mindestens eine an dem Gehdause
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angeordnete Halbleiterlichtquelle, wobei das Gehduse einen
rickwartigen Sockelbereich aus einem elektrisch
nichtleitenden Material zum Eingriff in eine Fassung
aufweist, wobei an dem Sockelbereich mindestens ein
elektrisches Kontaktelement zur Kontaktierung der Fassung
angeordnet ist und wobei der Sockelbereich zur Anordnung von
elektrischen Kontaktelementen unterschiedlicher Sockelarten

ausgestaltet ist.

Diese Halbleiterlampe ergibt den Vorteil, dass mit einem
gleichen Sockelbereich unterschiedliche Sockeltypen
realisierbar sind. Dadurch kann eine Bauteilreduzierung flr
verschiedene Sockeltypen erreicht werden. So wird unter
anderem auch ein vereinfachtes Maschinenkonzept erméglicht.
Zudem wird eine sog. "Production-on-Demand" mit geringerer
Teilevielfalt einfacher méglich. Auch ergibt sich eine
Reduzierung von Vormateriallagerkosten. Dariber hinaus ko&nnen
kiirzere Umstellzeiten in der Produktion zwischen
unterschiedlichen Sockeltypen realisiert werden. Auch kann

ein Sockelungsablauf vereinfacht werden.

Es ist eine Ausgestaltung, dass der Sockelbereich zur
Anordnung von elektrischen Kontaktelementen mindestens zweier
Sockelarten aus derjenigen Gruppe ausgestaltet ist, welche
Gruppe zumindest einen Edisonsockel, einen Bipin-Sockel und
einen Bajonettsockel umfasst. Dadurch kann auf einfache Weise

ein groBer Teil von Halbleiterlampen gesockelt werden.

Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass der Sockelbereich
einen ersten, endstandigen Sockelabschnitt aufweist, welcher
zur stirnseitigen Aufnahme von Bipin-Kontaktstiften und zum
Einsatz in eine Bipin-Fassung ausgestaltet ist, als auch
einen zweiten, an den endstandigen Sockelabschnitt nach vorne
anschlieBenden Sockelabschnitt aufweist, welcher einen
groReren Durchmesser aufweist als der erste Sockelabschnitt
und zum seitlichen Aufstecken des elektrischen
Kontaktelements in Form einer Kontaktkappe eines

Edisonsockels oder eines Bajonettsockels ausgestaltet ist.
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Diese Ausgestaltung ergibt den Vorteil, dass die Bipin-
Kontaktstifte ohne oder mit nur sehr geringen Anderungen in
Bezug auf bestehende Sockel bestiickbar sind und zudem auch
Kappen von Edisonsockel oder BRajonettsockel zumindest durch
Reibschluss auf einfache Weise an dem gleichen Sockelbereich

befestigt werden kdnnen.

Bevorzugt weist der erste Sockelabschnitt eine Hbhe von ca.
12 mm und/oder zumindest auf einer maximalen HOhe einen
Durchmesser von ca. 22,6 mm auf. So kann der erste
Sockelabschnitt normgerecht zum Einsatz in eine zum Bipin-

Sockel passende Fassung ausgestaltet werden.

Es ist ferner bevorzugt, dass der zweite Sockelabschnitt
einen Durchmesser von ca. 25 mm (insbesondere umfassend 24,38
mm) und/oder eine Hohe von ca. 7,5 mm aufweist. So wird eine
ausreichend enge Passung flir Kappen mit einem Durchmesser wvon
26 mm und 27 mm bereitgestellt, z.B. vom Typ B22d, E26 und
E27.

Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass der zweite
Sockelabschnitt seitlich mindestens eine Vertiefung aufweist,
in welche die (typischerweise zumindest grdltenteils
metallische) Kontaktkappe lokal plastisch eindriickbar ist.
Dadurch kann die Kappe auf einfache und preiswerte Weise
formschliissig und damit hochgradig gesichert gegen ein

Abziehen mit dem zweiten Sockelabschnitt verbunden werden.

Der Sockelbereich kann insbesondere so ausgestaltet sein,
dass er wahlweise als ein Edisonsockel vom Typ E27 ist, als
ein Bipin-Sockel vom Typ GUl0 oder GZ10 oder als ein
Bajonettsockel vom Typ B22d ausgestaltbar ist.

Es ist ferner eine Ausgestaltung, dass der Sockelbereich ein
unterer Gehdusebereich eines zur Aufnahme eines Treibers
vorgesehenen Treibergehduses ist. So lasst sich die

Halbleiterlampe besonders einfach zusammenbauen und



10

15

20

25

30

35

WO 2013/117359 PCT/EP2013/050238

elektrisch zwischen dem Treiber und dem mindestens einen

elektrischen Kontaktelement verschalten.

Es ist auch eine Ausgestaltung, dass ein oberer
Gehadusebereich des Treibergehduses eine Auflageflache flur die

mindestens eine Halbleiterlichtquelle aufweist.

Es ist ferner eine Weiterbildung, dass die Halbleiterlampe
eine Retrofitlampe ist, insbesondere fiir Lampen mit einem

Bipin-Sockel, Edisonsockel und Bajonettsockel.

Es ist noch eine Weiterbildung, dass die Halbleiterlampe eine
Glihlampen-Retrofitlampe zum Ersatz einer herkoémmlichen
Glihlampe oder eine Halogenlampen-Retrofitlampe zum Ersatz

einer herkdmmlichen Halogenlampe ist.

Die Aufgabe wird auch geldst durch ein Verfahren zum
Herstellen einer Halbleiterlampe mit einem Edisonsockel oder
einem Bajonettsockel, wobei das Verfahren mindestens die
folgenden Schritte aufweist: Aufstecken der Kontaktkappe:;
AnschlieBen mindestens eines Stromzufihrungselements; und
lokales Eindriicken der Kontaktkappe in mindestens eine
seitliche Vertiefung des zweiten Sockelabschnitts. Auch das
Verfahren ermdglicht es, die Kappe auf einfache und
preiswerte Weise formschliissig und damit hochgradig gesichert
gegen ein Abziehen mit dem zweiten Sockelabschnitt zu

verbinden.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstadndlich im
Zusammenhang mit der folgenden schematischen Beschreibung
eines Ausfiihrungsbeispiels, die im Zusammenhang mit den

Zeichnungen naher erlautert wird.

Fig.1l zeigt in einer Ansicht von schrag unten einen

Sockelbereich einer Halbleiterlampe;
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5
Fig.2 zeigt den Sockelbereich der Halbleiterlampe in einer
Seitenansicht; und
Fig.3 zeigt die Halbleiterlampe als Explosionsdarstellung

in einer Ansicht von schrédg oben.

Fig.l zeigt in einer Ansicht von schrdag unten ein Gehauseteil
einer Halbleiterlampe 11 in Form eines rickwartigen
Sockelbereichs 12. Fig.2 zeigt den Sockelbereich 12 in einer

Seitenansicht.

Der Sockelbereich 12 weist einen ersten, in Bezug auf eine
Langsache L endstadndigen Sockelabschnitt S1 auf, welcher zur
stirnseitigen Aufnahme von Bipin-Kontaktstiften 13 (siehe
Fig.3) ausgestaltet ist und dazu an seiner rickwartigen
Stirnseite 14 zwei Aufnahmeaussparungen 15 aufweist. Der
Sockelbereich 12 weist eine HOhe Gl von mindestens ca. 12 mm
auf (z.B. auch umfassend eine Hdohe Gl von 12,5 mm) und ist
Uber diese HbOhe Gl zum Einsatz in eine herkdmmliche Bipin-
Fassung ausgebildet. Fiir einen konformen Einsatz in die
herkémmliche Bipin-Fassung weist der Sockelbereich 12
zumindest auf einer maximalen HOhe Glmax einen

AuBRendurchmesser H1 von ca. 22 mm bis 23 mm auf.

Der erste Sockelabschnitt S1 ist entlang der Langsachse L aus
zwel Unterabschnitten Sla und Slb aufgebaut, welche jeweils
eine kreisformige auBere Querschnittskontur aufweisen. Der
relativ riickwartigere Unterabschnitt Sla weist die Stirnseite
14 mit ihrem Durchmesser von ca. 16 mm auf und weitet sich
auBenseitig davon ausgehend nach vorne (in Richtung der
Langsachse L) auf, und zwar konusfdrmig unter einem Winkel
von ca. 45°. Der relativ vorderseitigere Unterabschnitt Slb
weist eine zumindest im Wesentlichen zylindermantelfdrmige
AuBenkontur auf. Die AuBenkontur mag sich leicht in Richtung

nach vorne aufweiten, z.B. um 2°.

An den ersten Sockelabschnitt S1 schlieBt sich iUber einen
sich konusfdormig aufweitenden Zwischenabschnitt S2

vorderseitig ein zweiter Sockelabschnitt S3 an. Der zweite
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Sockelabschnitt S3 weist mit ca. 25 mm einen grdleren
AuBendurchmesser H2 auf als der erste Sockelabschnitt Sl1.
Eine Hbhe G2 des zweiten Sockelabschnitts S3 betradgt hier

zwischen ca. 7 mm und ca. 8 mm.

Der zweite Sockelabschnitt S3 weist an seiner AuBenseite in
Umfangsrichtung gleichmafBig verteilt angeordnete Vertiefungen
21 auf.

An den zweiten Sockelabschnitt S3 schlieBt sich liber einen
weiteren sich konusformig aufweitenden Zwischenanschnitt S4
ein schalenformiger Aufnahmeabschnitt S5 zur Aufnahme eines
Treibers 16 (siehe Fig.3) an. Der Aufnahmeabschnitt S5 weist
an seiner AuBenseite mehrere in Umfangsrichtung verteilte,
senkrecht stehende (parallel zu der Langsachse L verlaufende)
Kihlrippen 17 auf. An einem vorderseitigen Rand 18 weist der
Aufnahmeabschnitt S5 mehrere in Umfangsrichtung verteilte
Rasthaken 19 zum rastenden Eingriff in ein oberes oder
vorderes Gehduseteil 20 (siehe Fig.3) auf. Der Sockelbereich
12 kann also auch als ein unteres oder rlckwartiges

Gehduseteil bezeichnet werden.

Der Sockelbereich 12 ist als ein Kunststoff-Spritzgussteil

ausgebildet

Fig.3 zeigt die Halbleiterlampe 11 als Explosionsdarstellung
in einer Ansicht von schrdg oben. Der am weitesten
rickwartige Gehauseteil der Halbleiterlampe 11 ist der
Sockelbereich 12, in welchen der Treiber 16 eingesetzt ist.
Auf den Treiber 16 ist vorderseitig (in Richtung der
Langsachse L) eine elektrisch isolierende Abdeckkappe 22
aufgesetzt, welche zur Fixierung des Treibers 16 und zur
elektrischen Isolation gegeniiber dem vorderen Gehauseteil 20

dient.

Das vordere Gehauseteil 20 ist auf den Sockelbereich 12
aufrastbar und bildet damit eine Treiberkavitdat zur Aufnahme

des Treibers 16. Das vordere Gehduseteil 20 weist
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vorderseitig eine Auflageflache 23 zur Auflage eines Tragers
24 auf. Der Trager 24 liegt mit seiner Riickseite auf der
Auflageflache 23 auf und tradgt an seiner Vorderseite ein LED-
Substrat 25. Das LED-Substrat 25 ist mit drei daran
vorderseitig angebrachten Halbleiterlichtgquellen in Form von
Leuchtdioden 26 bestiickt. Zum Betreiben der Leuchtdioden 26
kénnen zwischen ihnen und einer Ausgangsseite des Treibers 16

geeignete elektrische Leitungen (o.Abb.) vorhanden sein.

Vorderseitig ist auf den Trager 24 ferner ein Reflektor 27
aufgesetzt, welcher von den Leuchtdioden 26 abgestrahltes
Licht strahlformen kann. Als oberstes Element ist eine

lichtdurchlassige Abdeckung 28 vorhanden, welche vorderseitig
auf das vordere Gehduseteil 20 aufsetzbar, insbesondere

rastend aufsetzbar, ist.

Zur elektrischen Kontaktierung der Halbleiterlampe 11 ist an
dem Sockelbereich 12 mindestens ein elektrisches
Kontaktelement 13 oder 29 angeordnet, welches mit mindestens
einem passenden elektrischen (Gegen-)Element der Fassung
(0.Abb.) elektrisch kontaktierbar ist. Der Sockelbereich 12
ist so ausgestaltet, dass an ihm wahlweise unterschiedliche
elektrische Kontaktelemente 13 oder 29 anordenbar sind. Die
elektrische Kontaktelemente 13 oder 29 kénnen insbesondere
unterschiedlichen Sockelarten zugeordnet sein. Die
elektrische Kontaktelemente 13 oder 29 umfassen hier rein
beispielhaft und nicht darauf beschrankt elektrische
Kontaktelemente in Form von zwei Kontaktstiften 13 eines
Bipin-Sockels (z.B. vom Typ GU, insbesondere GU10) als auch
eine (Kontakt-)Kappe 29 mit zwei Kontaktbereichen eines
Edison-Sockels (z.B. E27). Anstelle der Kappe 29 des Edison-
Sockels kann z.B. auch eine Kappe eines Bajonettsockels (z.B.
B22d) verwendet werden. Aufgrund des dergestalt flexibel mit
dem mindestens einen Kontaktelement 13, 29 bestickbaren
Sockelbereichs 12 kann eine Herstellung der Halbleiterlampe
11 mit unterschiedlichen Sockeltypen erheblich vereinfacht
werden. Beispielsweise kann eine Bauteilreduzierung fir

verschiedene Sockeltypen erreicht werden. Dadurch wird ein
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vereinfachtes Maschinenkonzept erméglicht. Zudem wird eine
sog. "Production-on-Demand"” mit geringerer Teilevielfalt
einfacher méglich. Auch ergibt sich eine Reduzierung von
Vormateriallagerkosten. Dariiber hinaus konnen kiirzere
Umstellzeiten in der Produktion zwischen unterschiedlichen
Sockeltypen realisiert werden. Auch kann ein

Sockelungsprozess vereinfacht werden.

Insbesondere konnen die zwei Kontaktstifte 13 auf
grundsatzlich bekannte Weise in die Aufnahmeaussparungen 15
eingesetzt werden und mit einer Eingangsseite des Treibers 16
elektrisch verbunden werden. Bei einem Einsatz der
Halbleiterlampe 11 in eine passende Fassung z.B. vom Typ GU1O0
ergibt sich ein normgerechter Eingriff des ersten

Sockelabschnitts S1 mit der Fassung.

Alternativ kann auf die Bestiickung mit den Kontaktstiften 13
verzichtet werden und vielmehr die Kappe 29 von hinten auf
die (seitliche) AuBlenseite des Sockelabschnitts Sl
aufgesteckt werden. Die Kappe 29 wird dabei {iber den zweiten
Sockelabschnitt S3 gezogen gezogen und liegt an dessen
AuBenseite reibschliissig an. Der erste Sockelabschnitt Sl
wird in der Kappe 29 aufgenommen. Zur elektrischen Verbindung
des Treibers 16 mit der Kappe 29 kdnnen auf bekannte Weise
Stromzufihrungselemente oder Strozen vorhanden sein, z.B.

eingefadelt werden.

Zur formschliissigen Fixierung der Kappe 29 an dem
Sockelbereich 12 kann die Kappe 29 lokal plastisch in die
Vertiefungen eingedriickt sein, z.B. gecrimpt oder eingenoppt

werden.

Obwohl die Erfindung im Detail durch das gezeigte
Ausfihrungsbeispiel naher illustriert und beschrieben wurde,
so ist die Erfindung nicht darauf eingeschrankt und andere
Variationen kénnen vom Fachmann hieraus abgeleitet werden,

ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.
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Beispielsweise mdgen mit einem einzigen Sockelbereich auch
unterschiedliche Bipin-Sockel realisiert werden, z.B. vom Typ
GU und GZ, oder unterschiedliche Edisonsockel, z.B. vom Typ

E27 und E26. Auch sind einfache Stecksockel realisierbar.
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Patentanspriiche

1. Halbleiterlampe (11), aufweisend

- ein Gehause (12, 20) und

- mindestens eine an dem Gehause (20) angeordnete
Halbleiterlichtgquelle (26), wobei

- das Gehause (12, 20) einen riickwdrtigen Sockelbereich
(12) aus einem elektrisch nichtleitenden Material zum
Eingriff in ein Fassung aufweist, wobei

- an dem Sockelbereich (12) mindestens ein elektrisches
Kontaktelement (13; 29) zur Kontaktierung der Fassung
angeordnet ist und

wobei

- der Sockelbereich (12) zur Anordnung von elektrischen
Kontaktelementen (13; 29) unterschiedlicher

Sockelarten ausgestaltet ist.

2. Halbleiterlampe (11) nach Anspruch 1, wobei der
Sockelbereich (12) zur Anordnung von elektrischen
Kontaktelementen (13; 29) mindestens zweier Sockelarten
aus derjenigen Gruppe ausgestaltet ist, welche Gruppe
zumindest einen Edisonsockel, einen Bipin-Sockel und

einen Bajonettsockel umfasst.

3. Halbleiterlampe (11) nach Anspruch 2, wobei der

Sockelbereich (12)

- einen ersten, endstandigen Sockelabschnitt (S1)
aufweist, welcher zur stirnseitigen Aufnahme von
Bipin-Kontaktstiften (13) und zum Einsatz in eine
Bipin-Fassung ausgestaltet ist,

- als auch einen zweiten, an den endstandigen
Sockelabschnitt (S1) nach vorne anschlieBenden
Sockelabschnitt (S3) aufweist, welcher einen grdBleren
Durchmesser aufweist als der erste Sockelabschnitt
(S1) und zum seitlichen Aufstecken des elektrischen
Kontaktelements (13; 29) in Form einer Kontaktkappe
(29) eines Edisonsockels oder eines Bajonettsockels

ausgestaltet ist.
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10.

11.

11

Halbleiterlampe (11) nach Anspruch 3, wobei der erste
Sockelabschnitt (S1) eine HoOhe (Gl) von ca. 12 mm

aufweist.

Halbleiterlampe (11) nach Anspruch 4, wobei der erste
Sockelabschnitt (S1) zumindest auf einer maximalen Hohe

(Glmax) einen Durchmesser (H1) von ca. 22,6 mm aufweist.

Halbleiterlampe (11) nach einem der Anspriiche 3 bis b5,
wobeili der zweite Sockelabschnitt (S3) einen Durchmesser

(H2) von ca. 25 mm aufweist.

Halbleiterlampe (11) nach einem der Anspriiche 3 bis o,
wobel der zweite Sockelabschnitt (S3) eine HoOhe (G2) wvon

ca. 7,5 mm aufweist.

Halbleiterlampe (11) nach einem der Anspriiche 3 bis 7,
wobeli der zweite Sockelabschnitt (S3) seitlich
mindestens eine Vertiefung (21) aufweist, in welche die

Kontaktkappe (29) lokal plastisch eindriickbar ist.

Halbleiterlampe (11) nach einem der Anspriiche 3 bis 7,
wobei der Edisonsockel vom Typ E27 ist, der BRipin-Sockel
vom Typ GU1l0 ist und der Bajonettsockel vom Typ B22d

ist.

Halbleiterlampe (11) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der Sockelbereich (12) ein unterer
Gehadusebereich eines zur Aufnahme eines Treibers (16)

vorgesehenen Treibergehduses ist.

Halbleiterlampe (11) nach Anspruch 10, wobei ein oberer
Gehdusebereich (20) des Treibergehiduses eine
Auflageflache (23) fir die mindestens eine
Halbleiterlichtquelle (26) aufweist.
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Verfahren zum Herstellen einer Halbleiterlampe (11) nach

Anspruch 8 mit einem Edisonsockel oder einem

Bajonettsockel, wobei das Verfahren mindestens die

folgenden Schritte aufweist:

- Aufstecken der Kontaktkappe (29);

- AnschlieBen mindestens eines Stromzufithrungselements;

- lokales Eindricken der Kontaktkappe (29) in
mindestens eine seitliche Vertiefung (21) des zweiten

Sockelabschnitts (S3).
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